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(MRF) - P. Basmaji, A. C. Notari, M. Siu Li, L. Icriatti, O. Mipoiito, FE. Ranz* e J. C. Por-

tal* (IFQSC/USP - 13560 - Sao Carlos - SP).

As propriedades de maguetotransporte do gas de elétrons bidimensional (2-deg)-do mul
ti~6-doped Si:CGaAs, crescido por MBE, foram caracterizadas a baixa temperatura (4,2 K) como
funcao da pressao hidrostatica. A amostra multi-delta fol crescida sob um substrato de GaAs,
arientado (100) com temperatura e taxa de crescimento da ordem de 500° C e 0,4 um/h respecti
vamente.

As oscilagoes de Shubnikov-de-Haas (5. d. H) mostram a presenca evidente de duas sub
bandas, e sob luz mostra também um aumento da concentragao de portadores dentro da sub-ban- ]
da. A densidade de portaderes foi analisada por transformagao de Fourier. De mais, um modelo !
tecrico fol usado para a comparacio dos resultados experimentais.

* CNRS-INSA- F. 31077 TOULOUSE e CNRS-SNCI- F. 38042 GRENOBLE.
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